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DIMENSIONI DEI DISPOSITIVI
ATTUALI

Sezione di un transistor FinFET,
struttura su scala nanometrica
usata nell’elettronica di punta
(immagine ottenuta con un TEM)

30 GENERATION FINFETS

Dimensioni tipiche di transistor in
fabbricazione o in uso (immagine TEM)

Intel's 10 nm technology features a Fin Pitch of 34 nm, Fin Height of 53 nm

STRUTTURA A BANDE

Esempio di struttura a

bande, come si vede
e 12@ S T sperimentalmente
mediante fotoemissione
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“| materiale e grafene. Le

K M rr K M r linee tratteggiate sono le
Momentum k|| previsioni teoriche



STRUTTURE SU SCALA NANOMETRICA IN USO DOVE SI SFRUTTANO EFFETTI
DI CONFINAMENTO QUANTISTICO
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Figura 2.4: Struttura a bande del GaAs
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Figura 2.6: Struttura a bande di Al,Ga;_,As
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Figura 1.8: Le energie delle transizioni sono rappresentate dalle frecce, in viola quelle elettrone-

lacuna pesante, in verde quelle elettrone-lacuna leggera.



— Ef
— Ef
— E:'

ER

n
— E!

ey

Figura 2.10: Andamento dei livelli energetici in una buca di potenziale rettangolare in funzione
della sua ampiezza.
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Figura 2.12: Assorbimento ottico in un semiconduttore di bulk in 3D (a) e in un quantum well
(b) in assenza di effetti eccitonici.
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Fig. 3-24 Exciton absorption in GaAs; O 294°K, []186°K, A 90°K, @ 21°K.12

12M. D. Sturge, Phys. Rev. 127, 768, (1962).

Coefficiente di assorbimento del GaAs a varie temperature
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Spettro di fotoluminescenza a bassa temperatura di un campione con 3 pozzi
quantici e un substrato.
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Figura 1.6: Dipendenza del coefficiente di assorbimento del GaAs e dell’AlGaAs dall’energia della
radiazione incidente. Per quanto riguarda ’Al,Ga,_,As, curve differenti corrispondono a diverse
percentuali z di Al; in particolare, z; ~ 0.1, 5 ~ 0.42 e z3 ~ 0.8.
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Figura 3.1: Schema dell’apparato sperimentale

Campione triangolare raffreddato in scala semilogaritmica

152 T51 156 T58 .60
Energia [eV]



In(Intensita) [u.a.]

In(Intensita) [u.a.]

Campione rettangolare raffreddato in scala semilogaritmica

: A
* o
; ¢ o
. o
: £ iy
. Py .
: : :'i : :
:\J\ ;
Vo
: 3
14
P
3
T T
1.45 150 155 .60 1.65
Energia [eV]
Campione centrale raffreddato in scala semilogaritmica
-
;
?
$
.
§
i
AL
il !
*
4 LR il .
by JTT . [
-
110 WS 150 155 .60 165 70
Energia [eV]

AE,
AE,

=0.79z eV

= —0.46z eV



I/ arb. units

13 T

I ’ | I T

\
\  — HEAVY-HOLE EXCITON
|\ ——— LIGHT-HOLE EXCITON
\
\
\

\

\
\  Infinite Well
\
- \.

Ejg (meV)

measurement

fitarea
boltzmann fit T=296+6K
subtracted

100

146 1.48 15 152 154
E/ev

Figure 4.4: Sample A717 at high temperature.












